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プラスチック基板等を用いたフレキシブルディスプレイの実現には，200℃以下の低温プロセス

で安定に動作する薄膜トランジスタ(TFT)が望ましい．しかしながら，低温で形成した酸化物 TFT

では，高い移動度と安定性を両立することが難しかった．これまでに我々は，酸化インジウムベ

ースの材料へ微量のタングステン(W)を添加することにより，高い移動度を維持したままバイアス

ストレス安定性の高い TFT を 150℃以下の低温プロセスで作製できたことを報告している．しか

し，純 InWO ターゲットの場合，焼結密度が高くない為に，スパッタでの連続成膜時に課題があ

った．本報告では，ターゲット焼結密度向上を目的とした Znを InWO へ微量添加し，Zn及びW

添加による TFT特性への影響を調べた． 

Zn を添加したターゲットを用いて DC マグネトロンスパッタにより，熱酸化膜付 Si 基板上に

Znおよび W 添加酸化インジウム(InWZnO)チャネル層を成膜後，EB蒸着により Au/Ti電極を形成

し，Bottom-gate, Top-contact構造の TFTを作製した．150℃で大気中アニールすることによる電極

/チャネル間のコンタクト改善後に，TFT の特性及びゲートバイアスストレス安定性を測定した． 

Zn添加のない InWO と Zn添加した InWO における TFTの伝達特性を Fig.1 に示す．  

 Zn が添加された系においても，従来どおり W の添加

による移動度の低下と安定性の向上を確認した．さらに，

Zn 添加による移動度低下は比較的小さいことが分かった．

この W 添加と Zn 添加の TFT 特性への影響の違いは，二

つの元素の酸素結合解離エネルギーの違いによって説明

できる．酸素結合解離エネルギーの高い W を添加した場

合，酸素欠陥由来のキャリアを効果的に抑制すると推察さ

れる．微量の Zn 添加であれば，ターゲット密度向上のメ

リットを享受した上で，高い移動度を維持したまま安定し

たデバイスを低温プロセスにて作製できると期待する． 
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Fig.1 Typical transfer characteristics of 

the amorphous InWZnO TFT 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)11p-D1-12 

© 2015年 応用物理学会 16-022

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/102/10/10.1063/1.4794903
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/104/15/10.1063/1.4871511

